
КИНЕТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИЦИ  

 

1. Общи понятия за електропроводимостта на полупроводниците 
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Фигура 1. Температурна зависимост на подвижността на носителите на заряд в 

полупроводниците. 
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Фигура 2. Зависимости на: 

 1 - подвижността на електроните n  от концентрацията на донорите dN , 

2 - подвижността на дупите  p  от концентрацията на акцепторите aN . 

В областта на собственна проводимост  
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В n-тип полупроводник  
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Фигура 3. Зависимости )/1(lg Tfn  . 

В р-тип полупроводник  
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Фигура 4. Зависимости )/1(lg Tfp  . 

2. Термоелектрични явления 

 Ефект на Зеебек 
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 Ефект на Пелтие 
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 Ефект на Томсън 
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По-подробно ще разгледаме ефекта на Пелтие в полупроводниците. 
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Нека 21 TT  :   0201 nn  ; 0201 pp  . 
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Фигура 5. Термосонда. 

 



3. Ефект на Хол 
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4. Галваномагнитни и термомагнитни явления 

 Магниторезистивен ефект 

 Ефект на Етингсхаузен 

 

Фигура 6. Отклонение на дупките при ефекта на Етингсхаузен . 
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 Ефект на Нернст 
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 Термомагнитни явления 
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Фигура 7. Отклонение на дупките при ефекта на Риги – Ледюк. 

 Ефект на Марджи - Риги – Ледюк:  ),( надл.надл. BTfT  . 

 Напречен ефект на Нернст - Етингсхаузен:  ),( надл.напp. BTfV  . 

 Надлъжен ефект на Нернст - Етингсхаузен: ),( надл.надл. BTfV  . 

5. Уравнение на Айнщайн 
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Фигура 8. Р-тип полупроводник с надлъжен градиент на концентрацията на дупки.  
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